Elektronika 1. pot ZH 2020. 11. 19.

1.) Feladat y
Qu: NPN tranzisztor B=290, Usgo=0,6V, Ui =5V, R,=630kQ, Ri=1kQ
Kérdések: Rz R
a.) Mekkora a kollektoron mérhet6 fesziiltség a foldpotencialhoz képest < B30k Tk
Jo=? 5p | ve
b.) Mekkora aram folyik a V2 egyenfesziiltség generatoron? 5p B tfm 7 sV

ut

Ts: PNP tranzisztor B=oo, Uggo=0,6V, a didédak szilicium didédak: Se
Upo=0,6V, Ui=10V, R1=1kQ, R>=5kQ, R3=Rs4=1,5kQ 18k -
Kérdések: <oy sk
c.) Mekkora az emitteren mérhet6 fesziiltség a foldpotencialhoz képest - y
Ue=7? o5p o2 w ()
d.) Mekkora aram folyik a V1 egyenfesziiltség generatoron? 5p L e
~ T3
< R4 L.J"‘m
< 1.5k : 1K
2.) Feladat T1: n-csatornas, novekményes MOSFET Up =2V, Ipoo = 4mA

To: p-csatornas, ndvekményes MOSFET Up =2V, Ipgo = 4mA

U=15V, R1=R2=12kQ, R3=9kQ, R4=6kQ, C1— 0, Co—

Kérdések:
a.) Ipo1=? 5p
b.) Ipo2=? 5p

c.) Abrazolja a kimenéfesziiltég idéfiiggvényét egyenfesziiltség helyesen, ha
az Upe fesziiltség 1mV csucstol-csucsig vett értékti 1 kHz-es szinuszos
fesziiltség. S5p

d.) Roe=?, Rii=? 5p

3.) Feladat Hatarozza meg az alabbi fokozat kivezérelhetéségét.

+U¢ U=15V, Un=1V, leo=lco=2mA
R1=10kQ, R»=10k2, R3=5kQ, L — oo

Uki Kerdesek:

a)Ug, =? 5p
b)U,,=? 5p
Ukiz c)Ug,=7? 5p
d)U,,=? 5p
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4.) Feladat

T1: n-csatornas JFET, Up = -1V, Ipss = 1 mA,
T2: NPN tranzisztor =99, Ugeo=0,6V

+Ut

~“RD
<710k

Ut =15V, Rp =10kQ, Re=4,3kQ

ube2 2 Keérdések:
oy R a.) Ipo="?, 5p
CI e e bl 5p
r o’ ’ ” c.) R,be:?’ Rki="? 5p
d.) Abrazolja a kimenéfesziiltség id6fliggvényét

e

e

<3iRE
q 4 egyenfesziiltség helyesen, ha az ug generator ImV
csucsértékii 1kHz frekvenciajua szinuszos fesziiltséget

allit eld. 5p

5.) Feladat Hatarozza meg az alabbi teljesitményfokozat paramétereit ,,B” osztdlya miikddést és a
vezérlés feldl valtoztathatod egyenfesziiltségii Kimeneti jelet feltételezve.

Ui =12V, Un =2V, R =10Q,A=1

7o Rinic = 2°C/W, Ta=85°C, Toma=150C
T I: U Kérdések:
Tl »—l:b—-L a.) A maximalis kimeneti teljesitmény: Ptmax = ? S5p
2|: R, b.) A tranzisztorok maximalis kollektor-emitter (emitter-kollektor)
fesziiltsége: Ucemax = ?, Uecmax =7, lemax = ? 5p
C.) A tranzisztorok hiitdbordainak maximalis héellenallasa Rincamax = ? op
°-U, d.) Hany Celsius fokos lesz legfeljebb a maximalis héellenallast hiitébarda feliilete?
Sp
Képletgyiijtemény
1+B 1+ 4 1-A l-«o
2
S=r—+lbolboo
Yel
Rye =+ B)Rc +1,)
Ui __Ro
ube i
S

R = Re x|r, + (- a)R, |

T, =Ty + PRy + PoRinca

2
i=1 (UGS _UP]
D D00 U
P

TJ = TA + PD RthJC + PD RthCA




Megoldasok
1.) Feladat

Q1: NPN tranzisztor B=290, Ugeo=0,6V, Ut =5V, R2=630k(2,
Kérdések:
e.) Mekkora a kollektoron mérhet6 fesziiltség a fold
képest Uco="? 5p
f.) Mekkora aram folyik a V2 egyenfesziiltség generatoron? 5p

T1: PNP tranzisztor B=x, Uggo=0,6V, a diodak szilicium diodak: Upp=0,6V,

U=10V, Ri=1kQ, R2=5kQ, R3= R4=1,5kQ2

Kérdések:

g.) Mekkora az emitteren mérhet6 fesziiltség a fold potencialhoz képest

Ugo=" op

h.) Mekkora aram folyik a V1 egyenfesziiltség generatoron? 5p

Megoldas
a) lg, = Ui Yeeo _5=06 4 507ma
R, 630

leo = 14,B=0,007-290 =2mA U, =U, — I .,R, =5-2-1=3V

| | 2
b.) 1ys =l :%:(u B)%: 291@“ 2mA

c.) Szimmetria okok miatt: U, =U,, = % =5

U, -2, _Ugy U,=2Up, 5 10-12

d) lyp=lg+ = + =

R,+R, R, R,+R, 5
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Ri=1kQ

. potencialhoz

~R2

T3

~“R1
=K

Ll

T 1ov



2.) Feladat: T1: n-csatornas, ndvekményes MOS FET Up =2V, Ipoo = 4mA
T2: p-csatornas, novekményes MOS FET Up =2V, Ipoo =4 mA

o +U
' U=15V, Ri=Ry=12kQ, Re=9kQ, Ry=6kQ, C1—s00, Co—>0

|—| Keérdések:
a.) Ipo1=? 5p
@ b.) Ipo2=? op
o Uki c.) Abrazolja a kimenéfesziiltég idéfiiggvényét egyenfesziiltség helyesen,
ha az upe fesziiltség ImV cstcstol-csucsig vett értéki 1 kHz-es szinuszos

fesziiltség. 5p
C.) Rue=?, Ri=? 5p

-Ut
Megoldas:
2
. . Ugs —U
a.) 1) U, =Ugs +ip,Ry 2)) iy, = IDOO(%] :(UGS _2)2
P
12(Ugs —=2) +Ug —15=0  12u%; —47Ugs +33=0 Ugq =Uggo, = 47+2—4 V625 _3v > Up=2v

iD = |D01 :(UGS _2)2 =1 mA

2
. . U, —U
b-) 1-) Rzlom = R3|D2 + Ugg 2-) Ip, = IDOO(MJ = (use - 2)2

Us
Iugg —2) +Ugs —12=0 9uZ, — 35Uy +24=0
35+ /1225864
Usg =Uggp = - 18 =3V >Up=2V

ioz =lpp, :(USG _2)2 =1 mA

C.) Uki/Upe=?
Rbel
2 — 2 — —
Sl_m IDOIDOOZE 14:2mS
P
S,=S5,=2mS Ube

l‘ji=(—isz)(—szR4):(—2-12)(—2*6):288 !

be
A kimend fesziiltség nem fazisforditott, 288mV peak to peak amplitadoji 1kHz-es szinuszos jel, ami a
-15V+6V=-9V egyenfesziiltségre szuperponalodik.

C.) Rpe=o0, Rki=Rs=6kQ
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3.) Feladat Hatarozza meg az alabbi fokozat kivezérelhetdségét!

+ U

Ukiz Kerdesek:

a) U;,=7?
b) Ug,=7?
Uki2 C) U|;]_ =9
d) U,="?
Megoldas:
lc Rs Ico

Ukig —— -
UCEl Ugip —> UCEOl
. R, 1l + lu
i - t |
£ c £ co
R1

R,=R xR, =10x10=5kQ U’ =U, +U,

Ugeo =U, — 1 R, =225-2%5=125V
U, =Uq,-U,=125-1=115V

R,=R xR, +R,=5+5=10 kQ

U_ =I,R, =2%10=20V

R 5

a) U, =U;— % 115 > -575v
R xR, + R, 5+5

b) U, =U;i— R 15 5 55y
R, xR, +R, 5+5

c) U, =U_ Ry =20 > =10V
R xR, +R, 5+5

d) U, =u.—" xR 595 _qpy

“RxR,+R,  5+5

5p
5p
oSp

R,

1

Ut =15V, Un =1V, leo = lco =2 mA
R1=10kQ, R2=10 kQ, R3=5kQ, L — o

Ico

=150, =225V
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4.) Feladat T1: n-csatornas, JFET, Up = -1V, Ipss =1 mA,
T2: NPN tranzisztor B=£=99, Uggo=0,6V

e U=15V, Rp=10kQ, Re=4,3kQ
S | Kérdések:
ube2 ’/’/TZ a) IDO:?, 5p
o st b.) leo=? op
) R? ube \I>T1 L uki (:;7_/)15\’ C.) Rbe:?, Rk|:7 5p
rw" : d.) Abrazolja a kimenéfesziiltség id6fiiggvényét
(g ° < RE egyenfesziiltség helyesen, ha az ug generator ImV
7 A csucsértékli 1kHz frekvencidji szinuszos fesziiltséget
J € & 4 allit elo. 5p
Megoldas
Ugso =0 Ioo = lpss =1MA
:i IDSSID():g 1.1:2ms
o] Vol 1
U, = (IDO + (1_ A)IEO)RD +Upggo + IoRe
:Ut—UBEO—IDORD 215—0,6—1-10:1mA " :U_T:26mV 260
®  (@-AR,+R.  001-10+4,3 T, 1mA
U _ Use Usep Uy
ug ug ube ube2
% -1 Ry, = (L+ B)Re +1,)=100 - 4326 = 432,6kQ2
9
Uper _  RpXRyp _ 10x432,6 __195
ube i 0’5 |
S
u; R 4300
U, I, +R. 26+4300
k

L toe Uoez Ya _9.(_195).099=-193
ug ug ube ubeZ

Rbe =

R, =Re x[r, +(1-a)R, |=122Q

A
u(t)
ukiM=4.3V+19,3mV ~ Uki(t)
uki0=4.3Vv
ukim=4.3V-19,3mV
ube(t)

imV ~ VAN .

i N >

Ims t
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5.) Feladat. Hatarozza meg az alabbi teljesitményfokozat paramétereit ,,B” osztalyt miikodést,
valtoztathat6 egyenfesziiltsegii kimeneti jelet feltételezve.

Ui=12V;Un=2V;Ri=10Q;a=A=1,ie =ic
Rthac = ZOC/W, TA:850C, Timax=150C
0+Ut

Kérdések:
a.) A maximalis kimeneti teljesitmény: Psax = ? 5p

T — b.) A tranzisztorok maximalis kollektor-emitter (emitter-kollektor)
LE: | fesziiltsége: U =?,U =2, 1 =? 5
R, g CEMax y JECMax — ¢, IEMax p
O—I: C.) A tranzisztorok hiitbordainak maximalis héellenallasa Rincamax = ? op

d.) Hany Celsius fokos lesz legfeljebb a maximalis héellenallasa hiitéborda
0-U, feliilete? op

e

s

Megoldas:

2 2
a) Upimax = Uy —Up, =12 = 2=10V,  Ppygy = Ykimax _ 10715\
Ry 10

b-) Ucemax = Ugcmax = 2U; — Uy = 2512 — 2 = 22V, Igpax = =——=14

c.) A disszipacios teljesitmény maximuma:

13

lEPDMax ~

MP | Uce

Unm
Uceprdmax

, i . U U
A munkaegyenes egyenlete: g =—"2H2%y e+ i epmax = ———Ucg + -+
Ucko RfUt Rf
. . . 1 U
Egy tranzisztor disszipacioja: Ppitr = lgUcg = — R—ugE + R—tuCE
f f
Egy tranzisztor disszipacidjanak maximum keresése:
dPpier _ 5 1 Ve _ _ U
ducy 2 R, Ucg + Ry 0 UcEPD1trMax = -

1 UN? U, U 1 1
PD1trMax=_R_f(7t) + = U.? =—(12)2 = 3,6W

——=—U,

T) = T4+ PpRepca + PpRinyc

_ T]_TA_PDRth]C _ 150-85-3,6x2
Rincamax = Py = 6

A hiitéborda maximalis hdmérséklete a legkisebb htitébordaval:

=16°C/W

T, =T, + PyRyyc =85+3,6-16 =142Celsius




